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１．概要（Summary） 
デバイスのスケーリングが進むにつれて、デバイス作成

に必要となるプロセスや材料の評価・選定の需要はます

ます拡大している。評価・選定にあたっては様々なプロセ

ス装置を用いた施策やそれらの測定機器・分析機器を必

要する。本研究はスケーリングに適応できる技術の探索を

目的としており、プロセスや材料、またそれらを用いたイン

テグレーションの評価を行う。評価にあたっては、弊社お

よび NIMS 微細化プラットフォームを利用して、サンプル

試作および測定・分析等を行う。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】   
液体窒素プローバ 
【実験方法】 

弊社で作成した絶縁膜上のメタルＰａｄサンプルやパタ

ーンサンプルについて、NIMS 微細加工プラットフォーム

の液体窒素プローバを用いて電気特性測定を実施する。

試験はホットチャックを使ってサンプルを 125 ℃に加熱し

た状態で行われる。この際の熱によるメタルの酸化を防ぐ

観点から、通常の大気雰囲気のプローバではなく、Fig. 1
に示すように、真空引きや N2 purge が可能なチャンバー

内にホットチャック付きステージやプローブが導入されて

いる液体窒素プローバを採用した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 2 に示すような 125 ℃での TZDB (Time Zero 

Dielectric Breakdown) 試 験 や TDDB (Time 
Dependent Dielectric Breakdown)試験などの信頼性

試験を実施し、サンプル絶縁膜のリーク電流特性や絶縁

破壊耐性、メタルの絶縁膜への拡散特性などを評価する

ことができた。 

 

Fig.1 sample probing in vacuum prober with N2 
purge. 
 

 
Fig.2 TZDB measurement on 125℃ hot stage. 
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